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Abstract (en)
[origin: WO8800392A1] New technique for forming non-rectifying electrical contacts to I1I-V semiconductor materials, without the use of dopants or of
an alloying procedure. In accordance with this technique, an electrical contact is formed simply by depositing a region of material e.g., 130, (onto the
semiconductor material) having a composition which includes at least one metal element and at least one of three specific Group V elements, i.e.,
P, As, or Sb, and having a bulk electrical resistivity equal to or less than about 250 mu OMEGA -cm. Alternatively, a contact is formed by depositing
nickel, or a nickel-containing material essentially free of gold and silver, and having a composition which does not include any of the three Group
V elements. The nickel, or nickel-containing material, is then reacted with the substrate to form a region, e.g., 130, including a compound having a
composition which includes nickel as well as one of the three Group V elements.

Abstract (fr)
Nouvelle technique de formation de contacts électriques non redresseurs sur des matériaux semi-conducteurs llI-V, sans I'utilisation de dopants
ou d'un processus d'alliage. Selon cette technique, un contact électrique est formé simplement en déposant une région de matiére p.ex. 130 (sur
le substrat semi-conducteur) ayant une composition qui comprend au moins un élément métallique et au moins I'un des trois éléments spécifiques
du groupe V, c'est-a-dire P, As, ou Sb, et ayant une résistivité électrique brute égale ou inférieure a environ 250 mu)-cm. Dans une variante, un
contact est formé en déposant du nickel, ou un matériau contenant du nickel sensiblement exempt d'or et d'argent, et ayant une composition qui ne
comprend aucun des trois éléments du groupe V. On fait ensuite réagir le nickel, ou le matériau contenant du nickel, avec le substrat pour former
une région, p.ex. 130, comprenant un composé ayant une composition qui contient du nickel ainsi que I'un des trois éléments du groupe V.
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